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Table 6.2.1: The main parameters of the STCF MDC conceptual design.

FeYs 3 = = 73 Superlayer Radius (mm)  Num. of Layers Inclination (mrad) Num. of Cells  Cell size (mm)
FEIREEERBTFSITEE, RAETEE . i - . - B
== 3 u 271.6 6 393to47.6 160 10.7 to 12.9
( ~400 kHz/channel) FZE{f v 3422 6 A2t0d84 192 12t 132
A 419.2 6 0 224 11.7t0 13.5
/I\ 3 U 499 8 6 50.0 to 56.4 256 12.3t0 13.8
(1 ) f-L J EE -L-|_( 5 mm) \% 578.1 6 -51.3t0-57.2 288 12.6to 14.0
— . A 662.0 6 0 320 13.0to 14.3
(2) BiEEBFFIRT 1400 A 744.0 6 0 352 133 t0 14.5
[ 1274 total 200to 827.3 48 11520
\\ 1187 g%
576.5 ﬁﬁ
Figure 6.2.1: The schematic structure of the MDC.
ERGRITI R K ZTEAT ] 250 ns F 2B E(F S TEELA500 ns, MDCERNZEITEERIERE S/, 7‘ 500 ns
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演示者
演示文稿备注
定位子工艺是MDC工艺的一个重要指标，主要开展了小型定位子工艺攻关。根据MDC空间尺寸需求，目前定位子设计到第三版，减小尺寸，增加电极连接，下一步正在开展绝缘外壳开模设计。
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演示者
演示文稿备注
超小单元工艺面临巨大挑战，难度在于空间尺寸。
目前定位子外径1.6mm，穿孔位置1.4mm，场丝小孔内径0.2mm，钨丝和铝丝太软，容易弯曲等，正在开展丝定位精度分析。
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演示者
演示文稿备注
基于波形数字化提取时间与电荷信息
采用子母板结构
单个子板上包含两个通道
母板可以连接两块子板验证母板波形数字化
 ADC选用AD9680-1000
双通道，14 bit
采样率为1 Gsps
模拟带宽2 GHz
子板通过母板进行供电

FPGA，两片ADC
PLL为ADC提供同步时钟
时钟接口、触发接口以及数据接口
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演示者
演示文稿备注
首先使用标准单脉冲波形进行读出电子学的电荷与时间测量性能分析，TIA输入端单脉冲信号如左上图，输出信号如右上图
将MDC仿真波形的信号，作为原理验证电子学的输入，下图为200 fC最可几信号的时域输入输出波形
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演示者
演示文稿备注
使用探测器仿真的信号进行不同采样率下的电荷和时间精度测试，采样率从80 Msps到1 Gsps。本页展示了以200 fC最可几信号和最大电荷量 1800 fC信号情况下的测试结果，可以看出，从80 Msps到125 Msps，性能有所提升超过125 Msps后，实测结果提升很小。在125 Msps情况下，电荷测量精度满足好于8 ps，时间测量精度满足好于1 ns的设计指标。因此选择125 Msps作为原理样机的采样率，用于实现低采样率下的多通道波形数字化。
针对MDC信号在相同电荷量情况下具有波形不一致性较大的特征，进行了一系列验证测试。使用电荷量为200 fC，形状不同的MDC信号进行波形不一致性对电荷测量影响的测试，时间和电荷测量精度均满足设计指标。
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演示者
演示文稿备注
16通道接口，直接接收漂移室输出信号，减小测试接口板带来的噪声影响
接插件
要求：≥16通道，母座，直角型，机械结构稳定
型号：SAMTEC-SSW-117-02-X-D-RA
模拟部分
16路 TIA + 成形
ADC部分
原理样机更换为AD9681
8通道、14 bit、125 MSPS
模拟带宽 650 MHz
JESD接口=>LVDS接口
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演示者
演示文稿备注
ASIC芯片主集成了16个通道的前端模拟放大电路，单个信号链路主要由跨阻放大器和输出驱动级组成，以实现高带宽、高增益、低噪声的电路指标要求。目前已经完成了前端模拟放大电路的电路结构设计，并通过仿真验证确认电路性能符合指标需求。模拟芯片已经完成流片，有待进一步的测试。该信号链路主要由跨阻放大器和输出驱动级组成，实现高带宽、高增益、低噪声的电路指标要求，以适应MDC输出电流信号微弱，事例率高且有效信号持续时间长的特征。

单通道前置放大器的指标要求和仿真结果如表格所示，各项指标均符合要求。ASIC芯片已完成版图绘制并交付流片，目前晶圆已制作完成，即将展开封装和测试工作。
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演示者
演示文稿备注
小型电子学测试样机正在制作中，采样平面型PCB定位技术，定位精度非常高。
下一步计划：
1、与电子学开展联合测试
2、继续寻找新厂商的铝丝材料，并做测试和验证。
3、继续定位子样机的制作，开展更多单元的布丝精度测试及张力测试。
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BESIT ( cell) MEGII (IDEA drift BELLE IT CDC STCF ( cell ,

(4p: 5024+16128=21152 chamber 14336cell R#)
A : 484+1612=2096 A= R#), A =cellZ /)y, FiHEI0
4Fy: 1288+4144=5432 K= 3439681 £ 1{Z 855, 2930001R )
2096+5432+21152=286804F
2)
K\ A 312£182.5mm 2T 1.5T R1£200mm
B E1102mm K4m, F4£35~200CM A 212 160mm M Z850mm
4 212810mm Sh4121130mm B E1274*2mm
BRI E2306mm R=17~30cm K E1.93m  KE2325mm
#Z%TT 25umEEBZ K] (WE MEGIRAE 56/= ENF+AEFELT
18g, %p==50g) REL2: 20um (172848  30um (25um&BE—)
72 ) CDC? ) $E&552£2 50g
110umifZz (A=E54g, 56 (9=, 192cell/fz, 12 126ffK 3522 (LHEE) EMNFAEEHIAIE
z170g) BX, 16cell/mX) 80g po4
A= 100kg (max:500kg)
8= 3500kg (max: %42 4078k (7680) SMNE5Mm PCBTE] Ui/ N TT, 1B
5000kg) 22 F#ME 22 S0%K K4H0.5mm CFRP TEXEMZEALIE
(2496)
IhzE EBENLF? BELLE ( 30um :80g
EARINTI? 126um:160g)
BRI HAF12mm A =6mm N 26.59~9.34mm

Jh==16mm Hh==? ? 48h2=16.69mm



BESIT ( cell) MEGII (IDEA drift chamber BELLE IT cDC STCF ( cell ,

(6796+21152=28678#R %) |H=) | Wer, K= 14336cell R 22)
343968%R 22) A Ecelld/\, FaytiE
fn
1{Z8 5T, £2930004R22)
E\,ﬁiiﬁ%ﬁ 10%~10° gain -10° (1400-1480V) BELLE]:[(23OOV,120u ~104
m)
BELLE(2300V, 5> 34
£ 350um)
I'T/E/_:L'TZIS He:C3H8(60:40) He:. iC4H10 (90:10) He: C2H6 (50:50)
THEE 70kHz 30kHz/cm?2 B 277 <1MHz (£13) 400KHz/ch
NIBE aM%TERE: 50um
ENLFLIEE<50um
== ~1033 cm2s71 ~1034 cm2s71 50ab! ~1035 cm2s71

8*%103° cm2s71



THE DRIFT CHAMBER OF THE MEGII EXPERIMENT
MEG Il Drift chamber: design

L]
stereo angle + S
L

INFN

ity Busm e ko

L] ...-..'. .
" B < X stereo angle +
. “hingi .
. A P x 1 stereoangle -
_ T LA
steraop angle — X X o

guard layer

T TLIILLL

field to sense field to sense
wires ratio3: 1 wires ratio5: 1

The wire net created by the combination of + and — orientation
generates a more uniform equipotential plane

Full stereo cylindrical DC with large stereo

angles (102+147 mrad)
Small square cells

(5.8+7.8 mm at z=0, 6.7+9.0 at z=£L/2)
(~ 12 wires/cm?)

sense wires: 20 um diameter W(Au) => 1728 wires

field wires: 40 um diameter Al(Ag) => 7680 wires

f.and g. wires: 50 um diameter Al(Ag) => 2496 wires
11904 wires in total

Active length L 1932 mm
N. of layers 9

N. of stereo sectors 12

N. of cells per layer 192

N. of cells per sector 16

Cell size (at z=0) 58+7.38 mm
Twist angle +60°

Stereo angle 102 + 147 | mrad
Stereo drop 35.7+514 | mm

High wire densities, anyway, require complex and time consuming assembly procedures and
need novel approaches to a feed-through-less wiring

combination of + and —wire orientation produces a more uniform equipotential surface = 5:1 field to

sense wires ratio (more field wires) = better E-field isotropy and smaller ExB asymmetries )

BEIREIA: UWWRMZZELEN, TRRDEELZ
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R, FEZEAL?

60°7
60mrad”?
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Table 2 Tensions for different CDCH wires

—IMP,

MEGII 75 225K /7
Type Tension (g)
Field wire 19.12 £+ 0.20
Field wire in sense layers 29.64 £+ 0.20
Guard wire 29.64 4+ 0.20
Sense wire 2451 4+ 0.20
/7 £0O Vi =
STCFFR 22k -1 (145 3T) STCFf 225K /1 (5R22/)\sk S11B5) RN T
(REZEZKEM) (RFEELZKF ) 243K IFNE DO
g2z PHAR 22
i PRtk £ 128
128 A U U v A A
A U v A U v A A cell BT 128 160 192 224 256 288 320 352
cellz 128 160 192 224 256 288 320 35:

. FY R 7 6 7 7 6 7 6 7
Eﬁigi 2 g 2 g g g g | BRAR 2 2% 6 6 6 6 6 6 6 6
$hegssk 2560 2880 3840 4480 4608 5760 5760 7041 BRI 2560]  2880|  3840|  44B0|  4608|  5760]  5760] 7040
523K ) 170 170 170 170 170 170 170 171 BT 30 30 30 30 30 30 30 30
FRAR 44 5% 768 960 1152 1344 1536 1728 1920 211 PRtk 42 2% 768 960 1152 1344 1536 1728 1920 2112
PHAR 225K 50 50 50 50 50 50 50 51 FEAR 225K 7 245 245 245 24.5 245 24.5 245 245
Bk 473600 537600 710400 828800 860160 1085600 1075200 130240 BN 95616 109920 143424 167328 175872 215136 219840 262944
FA (T) 04736 05376 07104 0.8288 086016 1.0656 1.0752  1.302 R (T) 0095616 010992 0143424 0.167328 0175872 0215136 021984 0.262944

.85 1.390
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RN HR-SAEEfR 07

T = Ar/CO,/CH, He/CH, He/C,H, He/C;H, HefiC,H,,
g 0‘04;— Ar(89%):CO2(10%):CH4(1%) —: gas mixture (89/10/1) (60/40) (50/50) (60/40) (80/20)
j_ij 0.005 £~ T e - drift velocity
5 omE E (cm/us) 4.79027 3.79499 3.90242 3.61329 3.23577
O:ZE E transverse
sorsE E diffusion
001E- 3 (um/vcm) 290.44 229.142 218.612 197.159 194.348
0.005 - =
0:10 s o o '1-'5: lorentz angle (°) 21.2963 14.2451 14.5382 13.0413 11.345
electric field [V/cm]
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wire PC board
peek spacer
wire PC board
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